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VorriGhtuna und Verfahron sum Behandeln v^n S ubatratgn 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich- 
tung und ein Verfahren zum Behandeln von Subs t rat en, ins- 
5 besondere Halbleiterwaf ern, mit einern eine Behalterwand 
aufweisenden Frozefibeh&lter und einem fiber dem Prozefcbe- 
halter bewegbar angeordneten Substrathalter . 

Vorrichtungen dieser Art sind in der Halbleiterindustrie 
10 fur unterschiedlichste Behandlungsvorgange bekannt . Bei 
diesen Vorrichtungen wird in der Regel ein Behandlungs- 
fluid auf ein an dem Substrathalter angeordnetes Substrat 
geleitet. Dabei erfolgt eine Anstromung des Substrate im 
wesentlichen senkrecht zu einer Substratoberf lache . In 
15 einigen Fallen, insbesondere dort, wo ein Ablauf fur das 
Behandlungs fluid tiefer liegt als die angestr6rr»te Sub- 
stratoberf lache , let es notwendig, unterhalb des Sub- 
strata eingeschlossene Gasblasen auszusptilen , urn eine gu- 
te, gleichmaSige Behandlung des Substrata zu gewahrlei- 
20 sten, 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
vor und/oder wahrend einer Behandlung eines Subetrats un- 
terhalb einss Substrats eingeschlossene Gasblasen auszu- 
25 sptilen. 

Erf indungsgemafi wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung 
der oben genannten Art geldst, bei der ein sich nach au- 
£en erweiternder Innenumfang eines zum Substrat weisenden 
30 Rands der Behalterwand vorgesehen ist* Durch den sich 

nach aufien erweiternden Innenumfang des zum Substrat wei- 
eenden Rands der Behalterwand kann gezielt eine Strdmung 
des Behandlungs fluids auf Randbereiche eines sich daruber 
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bef indlichen Substrata gerichtet warden, urn 2U vermeiden 
da!5 dort Bereiche relativer Str6mungsruhe auftreten. So- 
mit wird ein gutes Aussptilen von Gasblasen auch in einem 
Bereich auSerhalb der Innenabmessungen der Behalterwand 
5 gewahrleistet . 

GemaG einer besonders bevorzugten Ausf Cthrungaforra der Er- 
findung 1st das Substrat mit dem Substrathalter in unter- 
schiedlichen Abst&nden oberhalb des Randea der Beh&lter- 

10 wand positionierbar , so daS ein zwischen dem Substrat und 
dem Behalter bzw. dem Substrathalter und dem BehAlter ge- 
bildeter Stromungekanal veranderbar ist* Durch diese Ver- 
Snderung des Str6mungskanals kann die Strotnungsgeschwin- 
digkeit auf einfache Weise verandert und fur ein Aussptt- 

15 len von Gasblasen erhoht warden. Vorteilhaf terweise ist 

der Rand der Beh&lterwand in einer Position des Substrata 
auf einen Kontaktbereich zwischen dem Substrathalter und 
dem Subetrat gerichtet/ urn 2u vermeiden, dafi in dieeem 
Bereich eine relative Str&mungsruhe auftritt. Dabei ist 

20 der Abstand zwischen dem Substrat und dem Rand der Behal- 
terwand in dieser Position der kleinstm6gliche Abstand, 
d.h. das Substrat kann nicht tiefer abgesenkt werden, urn 
in dieser Position eine besonders hohe Strftmungsgeschwin- 
digkeit und ein. gutes Ausspttlen von Gasblasen zu ermfigli- 

25 chen. 

Vorteilhaf terweise verjungt sich die Dicke der Behalter- 
wand zum Rand hin, urn eine moglichst grofie Oberlappung 
einer 6ffnung des ProzeSbeh&lters mit dem dartiber befind- 
30 lichen Substrat zu ermfcglichen, w&hrend gleichzeitig ein 
ausreichender Strfcmungekanal zwischen einem den Rand um- 
gebenden Teil des Substrathalter s und dem Rand gebildet 
wird. Dabei wird die Verjftngung vorteilhaf terweise durch 
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eine Konturierung des AuBenumfangs der Beh&lterwand ge- 
bildet, um zwischen dem Teil des Substrathaltere und der 
Behalterwand einen ausreichenden Strflmungskanal zu bil- 
den* Vorteilhaf terweise ±st die Konturierung des AuSenum- 
5 fangs der Beh&lterwand an eine Innenumf angaf orm eines 

Tr&gerrings des Substrathaltere angepafit, um zu verhin- 
dern, da£ sich der dazwischen gebildete Strfimungskanal zu 
sprunghaft ver&ndert und die Stromung abreifit. 

10 Gem&S einer beeonders bevorzugten Ausf tihrungsfortn der Er- 
findung, weist die Vorrichtung eine innerhalb des ProzeS- 
beh&lters angeordnete Anode nanordnung auf , um zur Forde- 
rung des Behandlungsvorgangs eine Spannung zwischen dem 
Subs t rat und der Anodenanordnung anzulegen* Dabei wird 

15 die Anodenanordnung vorteilhaf terweise durch eine Lioch- 
platte oder ein Streckgitter gebildet. 

Zum Erzeugen einer Spannung zwischen dem Subs t rat und der 
Anodenanordnung isn vorteilhaf terweise eine Kontaktanord- 
20 nung am Substrathalter vorgesehen, die gemaS einer beson- 
ders bevorzugten Ausfflhrungsf orm der Erfindung eine zum 
ProzeSbeh&lter weisende Oberf l&che des Substrate elek- 
trisch kontaktiert, 

25 FOr eine Homogenisierung der Str6mung des Behandlunge- 
fluids innerhalb des ProzeEbeh&lters weist dieser einer. 
sich zum Substrat hin erweiternden trichterf drmigen Boden 
auf, der gem&S einer Ausf flhrunge form durch einen Einaatz 
gebildet wird. Alternativ konnte der trichterf ormige Bo- 

30 den einteilig mit einer eenkrechten Behalterwand auege- 
bildet sein- GemaS einer besonders bevorzugten Ausfuh- 
rungsfortn der Erfindung bildet der trichterf 6rmige Boden 
einen Teil d r Behalterwand. 
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F&r eine weitere Homogenisierung der Strdmung des Behand- 
lungefluide innerhalb des ProzeSbehaltere iet zwischen 
einem Boden des ProzeSbeha Iters und dem zum Substrat wei- 
5 senden Rand der Behalterwand des Proze&behalters wenig- 
stens eine Lochplatte vorgesehen. 

Bel einer weiteren Ausf tihrungsf orm der Erfindung ist ein 
den Prozefibehalter umgebender Oberlauf kragen vorgesehen, 

10 der vorteilhaf terweise einen nach oben geoffneten Raum 
zwischen der Behalterwand des Prozefibeh£lters und den 
Uberlauf kragen bildet. Durch den Oberlauf kragen kann auf 
besonders einfache Weiee ein Behandlunga fluid aufierhalb 
des ProzeSbehSiters angestaut werden* Dabei iet der Crber- 

15 lauf kragen vorzugsweise hdher als der zum Substrat wei- 
sende Rand der Beh&lterwand, so daS das Behandlungsf luid 
auf ein Niveau angestaut werden kann, welches auf oder 
uber der Hohe des zum Substrat weisenden Rands der Behal- 
terwand liegt. Vorzugsweise ist im Uberlauf kragen ein Ab- 

20 lafi vorgesehen/ um das darin angestaute Behandlungsf luid 
abzulassen . 

Zum Auffangen des verwendeten Behandlungsf luids ist gem&fi 
einer bevorzugten Auefiihrungsform d~er Erfindung ein den 
25 Prozefibeh&lter umgebender weiterer Prozefibehalter vorge- 
sehen, Der weitere Prozefibehalter ermdglicht das Auffan- 
gen sowie ggf . ein Recycling des verwendeten Behandlungs- 
fluids . 

30 Gem&& einer besonders bevorzugten Ausf fthrungs form der Er- 
findung wird die Vorrichtung als Metallplattierungsvor- 
richtung verwendet . 
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Die zuvor gestellte Aufgabe wird auch durch ein Verfahren 
zum Behandeln von Substraten, insbeeondere Halbleiterwa- 
fern, gel&st, bei dem ein Substrat mlttels eines Sub- 
strathalters in eine erste Position benachbart zu einem 
5 eine Behalterwand aufweisenden ProzeSbeh&lter bewegt 

wird, und ein Behandlungsf luid durch don ProzeSbeh&lter 
auf eine zum Proze£beh&lter weisende Oberfl^che dea Sub- 
strata geleitet wird, wobei das Behandlungsf luid ube^r ei- 
ne eich nach aufien erweiternde Innenumf angsf l&che eines 

10 zum Substrat weisenden Rands der BehSlterwand des Prozefi- 
beh&Iters zu einem Au&enbereich dee Substrata hin gerich- 
tet ist. Hierdurch, wird wie schon zuvor ausgeftihrt: , ver- 
hindert, da& in Randbereichen des Substrats eine relative 
Str6mungsruhe auftritt, urn ein gutes AusspCXen von Gas- 

15 blasen sicherzustellen . 

Vorteilhaf terweise wird das Substrat gemaS einer weiteren 
Ausf uhrungsf orm der Erfindung in eine vom Rand der Behal- 
terwand des Prozefcbehalters weiter beabstandete zweite 

20 Position angehoben- Dieses Anheben des Substrats f&hrt zu 
einer VergrdSerung des zwischen dem Substrat und dem Sub~ 
strattr&ger einerseits und dem Pro2ef£behalter anderer- 
seits gebildeten StrSmungskanal, um nach dem Ausspttlen 
von Gasblasen f\lr eine weitere Behandlung des Substrats 

25 eine geringe Stromungsgeschwindiglceit und eine gleichm&- 
Sigere Str&mung zwischen Innen- und AulSenbereichen des 
Substrats vorzusehen* 

Bei einer besonders bevorzugten Ausf Ohrungsf orm der Er- 
30 findung wird eine Spannung 2wischen einer in dem ProzeS- 
beh&lter befindlichen Anodenanordnung und dem Substrat 
angelegt, um die Behandlung des Substrata zu fordern. Da- 
bei wird vorteilhaf terweise die 2um Prozefibeh&lter wei- 
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sende Oberflfiche des Substrate elektrisch kontaktiert. 
Fur eine gute Prozefcsteuerung wird die angelegte Spannung 
abhangig von der Position des Substrate verSndert . Dabei 
ist die angelegte Spannung in der zweiten Position des 
5 Substrate vorteilhaf terweise hdher als in der ersten Po- 
sition. Dies hat ^den Vorteil, daS zum Beispiel eine Ab- 
scheidung eines Materials auf dem Substrat in der ersten 
Position, in der die Strfimungsgeschvindigkeit h6her ist 
als in der 2weiten Position, unterbunden wird. 

10 

Vorteilhaf terweise wird die auf das Substrat geleitete 
StrSmung innerhalb des ProzeSbehS Iters homogenisiert 4 um 
fiir eine gute und gleichmaSige Behandlung des Substrats 
eine homogene Stromung vorzusehen* Dabei wird die Homoge- 

15 nisier\mg vorteilhaf terweise uber einen trichterf 6rmigen 
Boden des ProzeSbehS Iters und/oder wenigstens eine in dem 
Proze&beh&lter angeordnete Lochplatte erreicht, Vorteil - 
hafterweise wird w&hrend des Ausblasen von Luftblasen in 
der ersten Position ein AblaS in einem den Rand des Pro- 

20 2e5beh&lters umgebenden Oberlauf kragen geoffnet, damit 
das Behandlungsf luid frei abflieSen kann and der Aus- 
blasstr6mung kein Widerstand entgegensetzt wird. In der 
zweiten Position des Substrats wird der Ablafc hingegen 
vorteilhaf terweise geschlossen um ein Anetauen von Be- 

25 handlungef luid 2u erreichen. Dabei wird das Behandlungs- 
fluid vorteilhaf terweise angestaut, bis es eine Hohe er- 
reicht, die wenigstens auf der H6he des angehobenen Sub- 
strats liegt, um einen guten Kontakt zwischen dem Behand- 
lungsf luid und dem Substrat sicherzustellen. 

30 

Die Vorrichtung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten 
Ausfahrungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Figuren be- 
schrieben. Es zeigen: 
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Pigur 1 eine schematische Querschnittsansicht einer er- 
f indungsgem&fien Vorrichtung zum behandeln von 
Substraten; 

5 Pigur 2 eine vergr6Serte Teilansicht der erf indungsge- 
m&Sen Vorrichtung; und 
Figur 3 eine nochmale vergrdfcerte Teilansicht einer 

Topf randkontur eines Prozefibehctlters der vor- 
liegenden Erfindung; 
10 Figur 4 eine schematische Querschnifctsansicht eines al- 
ternativen Ausf uhrungsbei spiels der erfindungs* 
gemaSen Vorrichtung. 

Figur 1 zeigc eine Metallplattierungevorrichtung 1, ins- 
15 besondere eine Kupf erplattierungsvorrichtung, mit einem 
Substrathalter 2 und einem Proze&behSlter 3, Der Sub- 
strathalter 2 besteht aus einem ober en Deckel 5 und einem 
unteren Ring 6, zwischen denen ein Wafer 7 eingeklemmt 
ist. Der Substrathalter 2 ist oberhalb des ProzefibehSl- 
20 ters 3 vertikal anhebbar und absenkbar. Wie in Figur 3 zu 
sehen ist, ist an einem Innenumfang des Rings 6 eine 
Dichtung 9 vorgesehen, welche konzentriech urn einen Mit- 
telpunkt des Wafers 7 herum angeordnet ist. Die Dichtung 
9 dichtet einen Randbereich des Wafers 7 ab, Diesetf Rand- 
25 bereich des Wafers 7 wird Qber eine Vielzahl von Kontakt- 
federn 11, von denen eine in Figur 3 zu sehen iet, kon- 
taktiert . 

Ftir weitere Einzelheiten bezuglich des Substrathalters 
30 wird, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die von der An- 
melderin der vorliegenden Anmeldung am selben Tag einge- 
reichten Anmeldung rnit der Anmeldenummer 

und dem Titel "Substrathalter" , Bezug genommen. Dieee An- 
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meldung wird insofem 2um Gegenetand der vorliegenden An- 
meldung gemacht . 

Der Prozefibeh&lter 3 besit2t eine Bodenplatfce 15 und Sei- 
5 tenwande 16. In der Bodenplatte 15 1st eine Leitung 18 
ausgebildet, die- an einem Ende Qber eine 6ffnung 20 mit 
einem zwischen den Seitenwanden gebildeten Raum in Ver- 
bindung eteht. Uber einen mit der Leitung 18 in Verbin- 
dung ©tehenden AnschluSstutzen 22 und nicht dargeetellte 

10 Leitungen steht die Leitung 18 mit einer Quelle eiries 

flftssigen Hlektrolyten in Verbindung. Ein von der Offnung 
20 beabstandetes Ende der Leitung 18 ist durch ein Stop- 
fenelernent 24 verschloseen, das an einem Stab 26 befe- 
stigt iet. Durch Bewegen des Stopfens 24 kann das eine 

16 Ende der Leitung 18 gefiffnet werden und in der Leitung 16 
etehender Hlektrolyt kann in einen nicht dargestellten, 
den ProzeSbeh&lter 3 umgebenden BehSlter abgelassen wer-. 
den . 

20 Zwischen den Seitenwanden 16 und beaJbstandet von der Bo- 
denplatte 15 ist ein Trichterelement 3 0 angeordnet, wel- 
ches auf geeignete Weise wie sum Beispiel Schrauben an 
den Seitenwanden 16 befestigt ist. Zwischen der Boden- 
platte 15 und dem Trichterelement 30 wird eine Kammer 32 

25 gebildet. Das Trichterelement 30 weist eine zentrierte, 
zur Kammer 32 weisende Offnung 34 mit kleine Durchmeeaer 
auf. Ausgehend von der Offnung 34 bildet das Trichterele- 
ment 30 einen sich nach oben erweiternden trichterf drmi- 
gen Raum 36. Oberhalb des trichterf ormigen. Raums 36 ist 

30 eine Lochplatte 38 vorgeoehen, die mit einer Oberkante 3 9 
des Trichterelement s 30 in Kontakt steht. Die Lochplatte 
38 liegt auf der Oberkante 39 des Trichterelemente jauff. 
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und let auf geeignete Weise, wie zum Beispiel durch 
Schrauben 40, an den Seitenw&nden 16 befeetigt. Aufj einer 
der Bodenplatte 15 entgegengesetzten Stirnseite 42 der 
Seitenwand 16 1st ein oberes Wandteil 44 befestigt. Das 
5 Wandteil 44 besitzt dffnungen 46 zum DurchfGhren von 

elektrischen Kontaktelementen 48. Die Kontakteiemerite 48 
stehen in elektrischen Kontakt mit einer oberhalb der 
liochplatte 38 befindlichen und zu dieser beabstandeiten 
Anodenplatte 50, die ebenfalls als Lochplat be ausgeibi Idet 
10 1st. Alternativ kann die Anodenplatte 50 als Streckgitter 
ausgebildet sein. 

Wie am beaten in den Figuren 2 und 3 zu erkennen ist, be- 
sitzt das Wandelement: 44 eine konturierte Innenumf angs- 

15 fl&che 52* Die Innenumf angsfl&che 52 ist in einem unfceren 
Bereich bezttglich einer L&ngsmittelachse geneigt . In ei- 
nen weiteren, daruber befindlichen Bereich ist die Innen- 
umf angsf l&che 52 irn wesent lichen parallel zu der L^nge- 
mittelachae . In einem oberen Randbereich 54 vergr68ert 

20 ©ich der Umfang der Innenumf angsf lache 52 durch eine nach 
aufcen gebogene Rundung 55. Im Randbereich 54 dee Wandele- 
ment a 44 verjftngt sich die Wanddicke des Wandelement s 44 
nach oben zu einer Spitze 56 wie am best en in Figur 3 zu 
sehen ist . Die Ver j ungung wird durch eine abgeachr&gte 

25 Aufienkontur 58 in dem Randbereich 54 des Wandelemerits 44 
erreicht . Diese Aufienkontur 58 ist an eine nach iniien 
weisende Kontur der Dichtung 9 des Substrathaltere 2 an- 
gepaSt . 

30 An dem Wandelement 44 ist ein Uberlauf kragen 60, der das 
Wandelement 44 umgibt, angebracht . Der Uberlauf kragen 60 
bildet zwischen sich und dem Wandelement 44 einen iiach 
oben ge6£fneten Raum 62. In einer Seitenwand des Uiber- 
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laufkragens 60 1st ein steuerbarer Ablafi 64 ausgebiidet , 
der wie nachfolgend noch beschrieben wird geoffnet 
und/oder geschloesen werden kann. Die Seitenw&nde d^s 
Uberlauf kragens 60 sind hoher als die oberste Spitze 56 
5 des Wandelements 44. 

wahrend des Betriebs der erf indungsgemaSen Vorrichtijing 
wird der Subs^rathalter 2 zunachst soweit abgesenkt; daS 
sich der Wafer 7 kurz oberhalb der Spitze 56 dee Wahdele- 
10 ments 44 befindet. In dieaer Position wird zunachst ; durch 
Einleiten eines flxissigen Elektrolyts, der beispielpweise 
aus Wasser, Schwef elsaure , Kupf ererulf id, Chlor, Natrium- 
chlorid und organischen Additiven besteht, Luft, dip 
durch die Glockenform des Substrathalters unterhalb; des 
15 Substrata eingeschlossen ist, ausgeblasen. Dabei iet der 
Abstand zwischen der Spitze 56 und dem Substrat 7 rplativ 
klein, urn hohe Strdmungsgeschwindgkeiten zu erreichen. 
Durch den eich nach auBen erweiternden Innenumfang des 
Wandelements 44 im Randbereich 54 wird ein Teil der Stro- 
20 mung direkt auf den Ubergang zwischen der Dichtlippte 9 
des Substrathalters 2 und dem Wafer 7 gerichtet. Durch 
die Kcntur 58 der AuSenseite wird der Str6mungsquer- 
achnict in einem Eereich hinter der Spitze 56 des Wjande- 
lements 44 uber eine kurze Dietanz iti&glichst gleiehjm&fiig 
25 gehalten, um zu verhindern daS, die Str6mung in dieaem Be- 
reich abreiSt, wodurch ein gutes Ausblasen von Luft si- 
chergestellt iet. Nach dem Ausblasen von Luft wird der 
Substrathalter 2 etwae angehoben, da bei dem kleinen Ab- 
stand die Fliefigeschwindigkeit fur eine homogene Ai^schei- 
30 dung von Metall auf dem Substrat, insbesondere im 6ereich 
dee Spitze 56, zu hoch ware. Bei einem Anheben des -Sub- 
strathaltera wird gleichzeitig, durch SchlieSen dea Ober- 
laufs 64, fiaosiger Elektrolyt in dem Oberlauf kragen 60 
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angeataut, eo daS der Deckel zumindest teilweise in der 
Flussigkeit aufgenommen ist. Dabei wird das FKissigJceits- 
niveau bis auf die Hdhe des Wafers oder daruber hin^ua 
angehoben, um eichersustellen, daS der Kontakt zwis^hen 
5 dera Elektrolyt und dem Wafer nicht abreifit . 

Schon wahrend dee Ausblasens von Luft wird eine kleine 
Spannung zwischen der Anodenplatte 50 und der hierziii wei- 
senden Oberflache des Wafers 7 angelegt. Dies iat notwen- 

10 dig, damit eine zuvor auf die Oberfl&che des Waf era I 7 

aufgebrachte, dunne Metallechicht durch den Elektrolyten 
nicht abgeatzt bzw. auf lost ward- Die dabei angeleg^e 
Spannung reicht jedoch nicht aus um eine wesentliche Ab- 
ocheidung von Metall auf dem Wafer 7 zu erreichen. in der 

15 angehobenen Position wird die Spannung dann erhdht iim ei- 
ne Abacheidung von Metall auf dem Wafer 7 zu bewirkpn, 

Figur 4 die Aus fuhrungs form einer alternativen Metajll- 
plattierungevorrichtung 100, die einen im wesent lichen 
20 dreiteiligen ProzefUaeh&lter aufweist, der ein Trichi- 

terelement 102, eine daran befestigte Beh&lterwand 104 
und einen Auf f angbeh&lter 106 umfaSt. 

Das Trichterelement 102 weist einen sich nach oben ierwei- 
25 ternden Trichter 108 auf, Eine untere 6ffnung 109 djes 
Trichter© 10 8 iar durch ein AnschluSelement 110 veri- 
schlossen, uber das Behandlungs fluid in den Trichtejr 10 8 
eingeleitet wird. Das AnschluSelement 110 ist beispjiels- 
weise durch SchweiSen Oder eine eonstige in der Tecttinik 
30 bekannte Art und Weiae am Trichter 108 befestigt. Au- 
fcenurufang des Trichters 108 ist ein den Trichter 108, zu- 
mindest teilweise, umgebendes Statzelement 112 angeU 
bracht * 
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In einem oberen Bereich 114 weist der Trichter 108 eine 
stark verbreiterte Wanddicke auf - In diesem Bereich 114 
let wenigstens eine Durchgangsftf f nung 116 zur Aufnalme 

bzw. Durchf&hrung eines Kontaktzapf ena lie vorgesehien, 

i 

der nachfolgend noch beschrieben wird. Ferner let in dem 
Bereich 114 eine Durchgangsdf f nung 12 0 vorgesehen, an 
dessen unteren Ende ein AnschluSe lenient 122 angebracht 
1st. 2m Bereich 114 ist darftber hinaus eine Bohrung 124 
vorgesehen, Diese dient zur Aufnahme einer Bef estigunge- 

achraube 126 , zur Befestigung der Behalterwand 104 jan dem 

i 

Trichter element 102, wie nachfolgend noch in grdSerpr 

! 

Eiri2elheit beschrieben wird* j 
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Die obere Beh&lterwand 104 wird durch eine innere Wand 



128 und einen auSeren Otoerlauf kragen 130 gebildet, 
nem oberen Randbereich ist die innere BehSlterwand 
genauso konturiert, wie die Behalterwand 44. 



In ei- 
123 



20 In Urnf angerichtung weist die Beh&lterwand 128 drei Ver- 

dickungen 131 auf , von denen eine in Fig, 4 zu seh^n ist. 
In den Verdickungen 131 der Behalterwand 128 sind Bohrun- 
gen 132 zur Aufnahrne von Stellschrauben 134 vorgesehen, 

welche eich in Offnungen des. unteren Rings 6 eines jSub- 

I 

25 strathaltera 2 erstrecken und ale Auflage fdr den unteren 
Ring 6 dienen. Ober die Stellschrauben 134, kann d4e Hdhe 
und Ausrichtung des iber dem ProzeStopf befindlich^n Sub- 
strathalters 2 genau eingestellt und ggf * auch verandert 
werden . Anstelle von Stellschrauben kdnnten auch v^r- 

30 achiebbare Zylinder, Spindeln etc* verwendet werden. 

Zwischen der inner n Beh&lterwand 128 und dem fiber l.auf- 
kragen 130 wird eine im wesent lichen U-ffirmige, naeh oben 
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gefcffnete Kammer 140 gebildet , Der Oberlauf kragen lio urn- 
gibt die inner© Behalterwand 128 und ist hdher als £ ie se- * 
Im Boden der Kammer 140 ist eine 6ffnung 142 ausgebildet, 
sowie eine geetufte Bohrung 144, die zur teilweisenj Auf - 
5 nahme und Durchf Olirung der Schraube 126 dient. Dae irrich- 

terelement 102 und die Behalterwand 104 sind durch ciie 

! 

Schraube 126, welche sich durch die Sffnung 144 in #er 
Behalterwand in die 6ffnung 124 in dem Trichterelement 
erstreckt, aneinander befeetigt. Dabei eind die dffjiungen 
10 144 und 124 zur Auf nahme der Schraube 12 6 zueinandejr aue- 

gerichtet. Auch die Offnungen 142 und 120 sind zueijiander 

i 

ausgerichtet , urn iiber das AnschluSelement 122 einen|Aus- 
la£ fur die Kammer 140 zu bilden. j 

! 

i 
I 

15 W&hrend dea Zusatnmenschrauens dee Trichterelement© 102 

und der Behalterwand 104 wird dazwischen in paesendl aue- 
gebildeten Aussparungen eine Lochplatte 150 eingeklemmt. 
Ferner wird beiro Zusammenschrauben eine Oberseite djss 

aich durch den verbreiterten Bereich 114 dee Trichters 

t 

20 loa eratreckenden Zapfene 118 gegen eine Unterseitej eines 
Kontaktelemente 152 einer Anodenplafcfce 154 geklernmtj. So- 
mit wird eine elektriache Kontaktierung einer sich inner - 
halb des Prozeflbehalters befindlichen Anodenplatte 154 

i 

von auSerhalb des Prozefibeh&lters ermoglicht. Am Au&enum- 
25 fang des verbreiterten Bereichs 114 des Trichters ijos ist 
eine Auf f angbeh&lter 106 angebracht , wie B. durcta 
SchweiSen. Der Auf f angbeh&lter 106 utngibt einen Teil des 
Trichters 108 und die obere Behalterwand 104 , wobei der 
Auf fangbehalter 106 eine Wand aufweiet, die h6her ijst als 
30 der Oberlauf kragen 130 der Beh&lterwand 104 . Zwiechjen dem 
Oberlauf kragen 13 0 der Behalterwand 104 und dem Aufjfang- 
behalter 106 wird eine im wesent lichen U-formige, riach 
oben gefiffnete Kammer 160 gebildet, die eine nicht jnfiher 

i 

i 
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dargestellte £>ffnung aufweist, an der ein Anschlu&ejletnent 
162 angebracht 1st. i 

i 

Die Vorrichtung wurde anhand bevorzugter Ausf-Qhrungjsbei- 
5 spiele beschrieben ohne auf die epezielle dargesfceljlten. 
Pormen beschr&nkfc zu eein. So kann der Pro2efibeh&ltjer 3 

i 

beispielsweise einteilig ausgebildet sein und der R|aum 32 
unterhalb des Trichterelements 30 kflnnte entf alien .j Auch 
kann das Trichterelement und/oder die lochplatte 30j in 
10 bestimmten Anwendungs fallen weggelassen warden. Feriner 
iet die Vorrichtung nicht auf die Metal lplattierungj von 
Wafern beschr&nkfc, sie ist auch fur die Plattierun^ ande- 
rer Substrate oder fur sonstige Behandlungsproseseej ge- 
eignet. 



/ i 

I 
j 

i 

i 

i 

i 
j 

i 

i 

I 
| 
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Vorrichtung (1) zum Behandeln von Substraten (7) 
inabesondere Halbleiterwaf ern, mit einem sine Beh&l- 
terwand (44) aufweieenden ProzeSbehalter (3) unci ei- 
nem uber dem ProzeSbeh&lter (3) bewegbar angeordneten 
Subetrathalter (2) , gekennzeichnet durch einen uich 
nach aufien erweiternden Innenumfang ernes zum Syb- 
strat weisenden Rande der Beh&l terwand (44) . 



Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn;se 
net, da& das Subetrat (7) mit dem Substrathalt 
in unterschiedlichen Abst&nden oberhalb des 
BehAlterwand (44) positionierbar ist. 



:er 



Rands 



ich- 
(2) 
der 



25 



3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennr 
zeichnet, dafi der Rand der Beh&l terwand (44) in einer 
Position des Substrate (7) auf einen Kontaktber£ich 
zwischen detn Subetrathalter und dem Substrat ge 

richtet ist. 

4. Vorrichtung (l) nach Anspruch 3, dadurch gekennp 
zeichnet, dafi der Abet and zwischen detn Substrat s (7) 
und dem Rand der Beh&iterwand (44) in der einenj Poei- 
tion der kleinstm&gliche Abstand ist. 



30 



Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daS sich die Dicke 
der BehSlterwand (44) zum Rand hin verjtingt . 

i 
| 

Vorrichtung (1) nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Verjungung durch eine Konturi'erung 
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des Aufienumf angs (58) der Beh&lterwand (44) gebildet 
wird, i 

i 

i 
i 

Vorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennp 
zeichnet, dafi die Konturierung des Aufienumf angsi (58) 
der Beh&lterwand (44) an eine Innenumfangsf orm jeinee 
Tragerrings (6) des Substrathaltera (2) angepaSt ist, 



8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ajnapru- 
10 che, gekennzeichnet durch eine Anodenanordnung |{50) 

innerhalb des ProzeSbehalters (3) . 



9* Vorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn 
zeichnet, daS die Anodenanordnung (50) durch eihe 
15 Lochplatte gebildet wird. 

10. Vorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die Anodenanordnung (50) durch ei|n 
Streckgitter gebildet wird, 

20 

11, Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ainepru- 
che, gekennzeichnet durch eine Kontaktanordnung am 
Substrathalter (2) . 

25 12 , Vorrichtung (1) nach Anspruch 11, dadurch gekerjn- 

zeichnet, date Qber die Kontaktanordnung eine zum Pro- 
zefibehalter weisende Oberflache des Substrata (j7) 
elektrisch kontaktierbar ist. 

30 13. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Xnsprfi- 
che, gekennzeichnet durch einen sich zum Substi'at (7) 
hin erweiternden trichterf flrmigen Boden des PrpzeSbe- 
halters (3) . 
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Vorrichtung (1) nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der trichterfdrmige Boden durch ejinen 
Einsatz (3 0) gebildet wird. j 

Vorrichtung (1) nach Anspruch 13 , dadurch gekenjn- 
zeichnet, dafi der trichterf firmige Boden einteiliig mit 
einer aenkrechten Behaiterwand . (16) ausgebildet; 1st. 



Vorrichtung (1) nach Anspruch 13, dadurch gekenjn 
zeichnet r dafi der trichterf drmige Boden einen Tjeil 
der Behftlterwand bildet. 



Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden ApsprQ- 
che, gekennzeichnet durch wenigetens eine Lochp|latte 
(38) zwischen einem Boden des ProzefibehAlters (3) und 
dem zum Substrat (7) weiaenden Rand der Beh&lterwand 
(44) des Prozefibehaltera (7) . 

i 

i 

Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden ArisprQ- 
che, gekennzeichnet durch einen den ProzeSbehalfcer 
(3) umgebenden Uberlauf kragen (60) , 



Vorrichtung (1) nach Anspruch 18, gekennzeichnet 
durch einen nach oben gedffneten Raum zwischen der 
Behalterwand (44) des ProzeSbehalters (3) und dern 
Uberlauf kragen (60) ♦ 



Vorrichtung (1) nach Anspruch 18 oder 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Crberlauf kragen (60) hdher ale 
der zum Substrat (60) weieende Rand der Behalterwand 
(44) ist * 
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21. Vorrichtung (1) nach einetn der Anaprftche 18 bis 20, 
gekennzeichnet durch einen AblaS (64) im t)beriauf- 
kragen (60) . 

5 22* Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprft- 
che, gekennzeichnet durch einen den Prozefibehalter 
(3) umgebenden weiteren ProzeSbehalter (3) . 

23. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Anepru- 
10 che, gekennzeichnet durch ihre Verwendung als Metal 1- 

pl at t ierungsvorr ichtung . 

24. Verfahren zum Behandeln von Substraten, insbesondere 
Halbleiterwafern mit folgenden Verf ahrenaachritten: 

15 - Bewegen eines Substrats (7) mittels eines Substrat- 

halters in eine erete Position benachbart zu einem 
eine Beh&lterwand (4,4) aufweisenden ProzeSbeh&lter 
(3); 

Leiten eines Behandlungsf luide durch den Proze&be- 
20 halter auf eine zum ProzeSbehalter weisende Cber- 

f lache dee Substrata (7) , wobei das Behandlunge- 
fluid fiber eine sich nach auEen erv/eiternde Innen- 
umf angsflache eines zum Substrat weisenden Rands 
der Beh&lterwand (44) des Prozefibeh&lters (3) zu 
25 einem Aufienbereich des Substrate (7) hin gerichtet 

wird . 

25. Verfahren nach Anspruch 24 , gekennzeichnet durch An- 
heben des Substrats (1) in eine vom Rand der Beh&l- 

30 terwand (44) des ProzeSbeh&lters (3) waiter beabstan- 

dete zweite Position. 



I 
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26. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 
ansprOche, gekennzeichnet durch Anlegen einer Span- 
nung zwischen einer in dem ProzeSbehalter (3) befind- 
lichen Anodenanordnung und dem Subetrat (7) . 

5 

27. Verfahren nach Anspruch 26, gekennzeichnet durch eine 
elektrische Kontaktierung der zutr ProzeSbehalter (3) 
weieenden Oberf l&che des Substrata (7) . 

10 23, Verfahren nach Anspruch 26 oder 27, gekennzeichnet 

durch Verandern der angelegten Spannung abh&ngig von 
der Position des Substrats (7) ♦ 



29. Verfahren nach einem der AnsprStche 26 bis 28, dadurch 
15 gekennzeichnet, dafi die angelegte Spannung in der 

zweiten Position des Substrats (7) hdher 1st ale in 
der ersten Position. 

3 0. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 
20 ansprftche, gekennzeichnet durch Homogeniaieren der 

auf dae Substrat (7) geleiteten Stromung innerhalb 
des Prozefibeh&lters (3) . 



31. Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, 
25 daS die Homogenisierung uber einen trichterf ormigen 

Boden des ProzeSbehSlters (3) und/oder wenigetene ei- 
ne in dem Prozefcbehalter angeordnete Lochplatte (3 8) 
erf olgt . 

30 32. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 

anepruche, gekennzeichnet durch 6ff nen eines Ablasaes 
in einem den Rand des ProzeSbehalters umgebenden 



# 
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Oberlaufkragen (go) f wenn sich das Substrat (7) in 
der eraten Position befindet. 

33, Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfahrens- 
ansprCiche, gekennzeichnet durch Schliefien einea Ab* 
lasses in einem den Rand des Prozefibeh&lters (3) um- 
gebenden flfoerlauf kragen (60) , wenn sich dae Subs t rat 
(7) in der zweiten Position befindet. 

34. Verfahren nach Anspruch 33 , gekennzeichnet durch An- 
stauen von Behandlungaf luid innerhalb des Oberlauf- 
kragena (60) , bio das Behandlungaf luid eine H6he er- 
reicht, die wenigetene auf der Hohe des Substrata (7) 
liegt . 
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Zusamrnenfasoung 

Um vor und/oder wahrend einer Behandlung eines Substrate 
unterhalb eines Substrata eingeschlossene Gasblaeen aus- 
5 zuspdlen let eine Vorrichtung und ein Verfahren zurn Be- 
handeln von Substraten, insbesondere Halbleiterwaf em, 
rnifc einem eine Behalterwand aufweisenden ProzeSbehalter 
und einem iilber dem ProzeSbeh&lter bewegbar angeordneten 
Substrathalter, vorgesehen, bei dem ein zurn Subatrat wei- 
10 sender Rand der Behalterwand einen sich nach auSen erwei- 
ternden Innenumfang aufweist, Uber diesen Rand wird Be- 
handlungsf luid «u einem AuSenbereich des Substrata hin 
gerichtet . 
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